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背景：我々のグループでは、無触媒でかつバッファー層を介さず直接(111)Si基板上への GaN系ナ

ノワイヤの成長を確認した[1]。しかしながら、GaN系ナノワイヤ成長において、ナノワイヤ内に

積層欠陥が存在し、その積層欠陥の増加がナノワイヤの発光特性の悪化を引き起こしているとい

うことがわかった[2]。したがって、高効率 GaN系ナノワイヤを得るためにはナノワイヤ内に生じ

る積層欠陥を減らす必要がある。今回は MBE 交互供給法により GaN 系ナノワイヤを成長させ、

通常のMBE成長との比較を行い GaN系ナノワイヤの結晶性と光学的特性の改善を試みた。 

実験方法：(111)Si 基板上にバッファー層を介さずに、RF-MBE法を用いて様々な原料供給方法に

より GaNおよび InGaNナノワイヤを成長した。すべての供給サイクルにおいて原料の総供給量は

一定となるように成長時間を設定している。評価には走査型電子顕微鏡(SEM)、走査透過電子顕

微鏡(STEM)およびフォトルミネッセンス(PL)法を用いた。 

結果および考察： GaN ナノワイヤ成長における同時供給と交互供給の比較結果を示す。図 1(a)

に同時供給法、(b)に交互供給法により成長させた GaN ナノワイヤの STEM 像を示す。同時供給

ではナノワイヤ中に多くの積層欠陥が見られるが、交互供給では積層欠陥がほとんど観測されず、

大幅に積層欠陥が減少していることがわかる。さらに、図 2の PLスペクトルに示す通り、交互供

給で作製された GaNの方が発光特性が優れていることがわかる。これは、原料を交互に供給する

ことにより金属原子の拡散長が大きくなり、GaN ナノワイヤの結晶性が良くなったためと考えら

れる。今回の結果より、GaN 系ナノワイヤ成長における MBE 交互供給法の有効性を示すことが

できた。 
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図 1. (a) 同時供給成長、(b) 交互供給成長による GaN STEM像    図 2. PLスペクトル 
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